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Typenreihe/Type range T1580 N 3000 3200 3400 3600
Elektrische Eigenschaften Electrical properties
Hdchszuldssige Werte Maximum permissible values
Uprms Urrm Periodische Vorwérts und repetitive peak forward off-state 3000..3600 V
Ruckwérts-Spitzensperrspannung  and reverse voltages
| S——— Effektiver DurchlaBstrom RMS on-state current 3200 A
havm Dauergrenzstrom average on-state current © tg=85"C 1580 A
1, =65°C 2050 A
bam Periodischer Spitzenstrom repetitive peak on-state current * 19 kA
brsm StoBstrom-Grenzwert surge current t=10ms,t,; < 45°C 29 KA
t=10ms, t,;=125°C 275 KA
fiedt Grenzlastintegral fiedit-value t=10ms,t;< 45°C 4205  kAzs
t=10ms, t;=125°C 3781 kAzs
(di/dt),,  Kritische Stromsteilheit critical of rise of on-state current  nicht periodisch/non repetitive 500 Alus
Dauerbetrieb/continuous aperation, ipy = 5,3 A 100 Aus
Steuergenerator/pulse generator:
ia=1,6 A, dig/dt=1,6 A/us
(du/dt)., Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage Up = 67%Upg t,y = 125°C
5. Kennbuchstabe/5th. letter C 400 Vius
5. Kennbuchstabe/5th. letter F 1000 Vius
Charakteristische Werte Characteristic values
Ur Obere Durchla3spannung max. on-state voltage t,;=126°C,l;=6,2 kA 287 V
Urro) Schleusenspannung threshold voltage ty=125°C 108 V
T Ersatzwiderstand slope resistance tyj=125°C 0,28 mQ
Usr Obere Ziindspannung max. gate trigger voltage 1,j=25°C,Up=6V,Ra=2 2 \
ler Oberer Ziindstrom max. gate trigger current 1,j=25°C,Up=6V,Ry=20 400 mA
Unterer Zlindstrom min. gate trigger current t,)=125°C,Up=6V,Ry =22 20 mA
i Oberer Haltestrom max. holding current tj=25°C,Up=6V,Ry=2Q 600 mA
I Oberer Einraststrom max. latching current t,j=26°C,Up=6V, Rgk > 10 2 3 A
Steuergenerator/pulse generator:
ig=1,6 A, dig/dt=1,6 A/us, tq =20 us
ip, In Oberer Vorwérts- und Riickwérts- max. forward off-state and t, = 125°C, Up = Uppy (Up = Unrm) 300 mA
sperrstrom reverse currents
tya Oberer Ziindverzug max. gate controlled delay time  steuergenerator/pulse generator: 4,5 us
ia=1,6 A, dig/dt=1,6/us
t, Typische Freiwerdezeit typical circuit commutated turn-
off-time 1 =125°C, it = 2000 A, -dir/dt = 20 A/us, Ug =100V 400 us
Q, Obere Nachlaufladung max. lag charge tj=125°C, ipw = 2000 A, -dit/dt = 20 A/ps 3950 UAs
Caun Typische Nullkapazitét typical zero capacitance tj=25°C,f=10kHz 19 nF
Themische Eigenschaften Thermal properties
Innerer Warmewiderstand thermal resistance, junction to case
Rinse far beidseitige Kiihlung for two-sided cooling O = 180%l, sinus < 0,0116°C/W
DC < 0,011 °C/W
Rinsca) far anodenseitige Kithiung for anode-sided cooling G =180, sinus < 0,0206°C/W
: : . DC <0,02 °C/W
Rinsciy far kathodenseitige Kiihiung for cathode-sided cooling © =180%!, sinus < 0,0251°C/W
DC < 0,0245°C/W
Rynck Warmewiderstand fir einen single sided thermal
Ubergang zwischen Gehause resistance,
und Kithikdrper case to heatsink 0,002°C/W
Betriebstemperatur operating temperature ~-40°C..+ 125°C
Lagertemperatur storage temperature - 40°C...+ 150°C
Mechanische Eigenschaften Mechanical properties
MaBbild outline Seite/page 236
G Gewicht weight 1,7 kg
F AnpreBkraft clamping force 35...50 kN
Kriechstrecke creepage distance 40 mm
Feuchteklasse humidity classification DIN 40040 C
" Schittelfestigkeit vibration resistance f=50Hz 5x9,81 m/s?
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Bild 1/igure 1
DurchiaBkennlinien
On-state characteristics
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Bild 3/figure 3
Héchstzulassige Gehéu yeratur tobei beidseitiger Kihlung

Maximum allowable case temperature tcat two-sided cooling
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Bild 5/figure 5
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Hochsizuléssige Gehdusetemperaturtgbei kathodenseitigerKiihlung
Maximum allowable case temperature {g at cathode-sided cooling
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Bild 2/figure 2
DurchlaBverlustleistung Pray
On-state power loss Pyay
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Bild 4/figure 4
Hochstzulissige Gehausetemperatur tc bei anodenseitiger Ktihlung
Maximum allowable case temperature tcat anode-sided cooling
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Bild 6/tigure 6

Transienter innerer Wirmewiderstand zjp, ¢ bei beidseitiger Kihiung
Transient thermal impedance, junction to case Zyhyc at two-sided
cooling
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Bild 8/figure 8
DurchlaBverlustleistung Pyay
On-state power loss Pyay
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Bild 7/figure 7
Transienter innerer Warmewiderstand Zy, ¢ (a) for
anodenseitige Kihlung
Transient thermal impedance, junction to case Zyyc (aj for
anode-sided cooling
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Bild 9/figure 9
Hochstzuldssige Gehausetemperatur tg bei beidseitiger Kohlung
Maximum allowable case temperature tgat two-sided cooling
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Bild 11/figure 11

Hachstzulassige Gehausetemperatur tg bei kathodenseitiger Kihlung
Maximum allowable case temperature tg at cathod-sided cooling
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Bild 10/figure 10
Hochstzuldssige Gehéusetemperatur tg fiir anodenseitige Kiihiung
Maximum allowable case temperature tg at anode-sided cooling
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Bild 12/figure 12
Transienter innerer Warmewiderstand Zy, ¢ ftir beidseitige Kahlung
Transient thermal impedance, junction to case Zy, ¢ for two-sided cooling
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Bitd 13/figure 13 Bild 14/figure 14
Transienter innerer Warmewlderstand Zy, ¢ ajfilr anodenseitige Kithlung Innerer Warmewiderstand
Translent thermal impedance, junction to case Zip g () for anode-sided Thermal resistance, junction to case
cooling Rypyc bei beldseitiger Kahlung
Ripyc at two-sided cooling
Rinyc (a) bei anodenseitiger Kihlung
RinJc (a) for anode-sided cooling
RinJc (k) bei kathodenseitiger Kihlung
RinJe (k) at cathode-sided cooling
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Bild 15/figure 15 —— mA e
Grenzstrom lyov) M T 1OON 16
Parameter: Vorlast und Rockwéarisspannung Bild 16/figure 16
Maximum permissible overioad forward current ITO}’M Zindbereich und Spitzensteuerleistung bei up< 6 V/
Parameters: forward current before surge and applied reverse vollage Gate characteristics and peak gate power dissipation at up < 6V
Parameter a b c
Steuerimpulsdauer/
1 0,5
Pulse duration tg {ms} 10

1000 Hochstzulidssige Spitzenstromleistung 20 40 60

800 X Maximum allowable peak gate power
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Zindverzug tyg
Gate controlled delay time tgq
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Bild 18/figure 18/
Ohere Nachlaufladung Qg
Maximum lag charge Qg
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